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] £recuentes cuvanto menores son las dimcnsiones de los relle-

| produecible sobre los rellenos de contactos. En el caso de

1

Hoja nam.

El presente‘invento se refiere a wn semiconductof
rélanar ¥, en general, al disefio de rellenos de contacto -ex—
pandidos en capas conductivas que se prolongan en reglones
de dispositivos semiconduchores planar para hacer contacto,
estando conectados los mencionados rellenos a conductores
gula por medio de grapas en forma de clavo en contacto con
los rellenos, Tales contactos, por ejemplo, se conocen de
la revista técnica "Electrénica del Estado sélido", Perga-
mon Press 1965, Vol. 8 pp 735-745. '
En los contaétos de masa tales dispositivos semi-

conductores, especialmente con la ayuvda de mdgquinas de con

tacto automdticas, aparecen fallos de contacto tanto. mds

nos de contacto, porque las grapas en forma de clavo, debi-~
do a las tolerancias inherentes de las méquinas de contactos

no pueden situarse de una manera centrada y exactamente re-

dispositivos de alta frecuencia, sin embargo, esto aumenta
los inconvenientes y las variaciones de capaciﬂédes entre lod
ferminales conductivos existentes en los reilenos (contac-
tos), ¥ la regién del cuerpo del semiconductor ﬁér debajo de
las capas conductivas existentes en los rellenos (contactos)
debido a que la capacidad de los rellenos de contacto se
swne a la capacidad de la porcién de solape de la grapa en
forme de clavo en los casos de fallo de contacto,

Segin las variaciones en supefficie de’ estas por-
ciones de solape, los disyositivos de contactos fluc%uanien
flas capacidades mencionadas antériormente entre-los terming

les conductivos existentes en los rellenos (contactos) y los

cuerpos semiconductores gque esten debajo, siendo este cuer-
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|utilizando contactos expandidos, con la ayuda de grapas en

Hoja ntvm. 2
| po semiconductor, en el caso Ge los transistores planares,
la regibn del colector. bn el caso de transistores plana~
-reé de alta frecuencia, por lo tanto, estan especialmente
implicadas variaciones y 6apacidades de reaccién aumenta-
des (C,) respecto a la regién del colector, en donde se
inserta la regidén de base con la regién de emisor.

Por wna parte, es posible reducir las capacidades
implicitas mediante capas de 6xido mds finas; esto, sin
embargo, ocasiona una desventaja en el proceso de fabrica~
eidn (tiempés de -oxidacidén largos, fuerte,préceso de agua~
fuerte) y no reduce las variaciones de capacidad. Por otra
parte, estas variaciones de capacidad pueden reducirse aumen
tando el tamafio de los rellenos (contactos); sin embargo, es
to'provoca un aumento en el promedio de capacidades.

~ El objetivo del presente invento, por lo tanto, es
reducir las capacidades de los terminales gufa y la depen—
deﬁcia de las variaoiqnes de dichas capacidades a las va-
riaciénes de la localizacién del contacto en el caso de con

tactos de wasa de los disposibivos semiconductores planares
forma de clavo.’ E

Como consecuencia, el inventp se refiere a un semi-
conductor planar que comprende, por lo menos, una regién
qﬁe.forma una wmién-pn la cual, a través de una base con-
ductiva que .se extiende sobre una capa de superficie aisla-
da estd en contacto con un relleno (contacto) de la base con
duetiva por medio de wna graps en forma de clavo.

Segin el invento, se onsigue el objetivo .menciona-
do por la configuracidn'de'dicho semiconductor planar segin

se describe en la reiwvindicacién 1.
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lcontacto de la brida en forma de clavo 2 en el relleno (con-

si debe impedirse que porciones de la brida en forma de cla-

Hoja ndm, 3

En les dends reivindicaciones se describen 'otros.
desarrollos y configuraciones del invento.

Estos desarrollos ¥ ventajas asi como el invento
mismo serdn descmtos con més detalle en lo que sigue, jun-
to con los dibujos que se acompafian en los cuales:

La Fig. 1 es wna vista parcial tomada verticalmen- |
te del cuerpo de semiconductor de un diodo-pn planar, que
meestra la grapa en forma de clavo sobre el relleno (contac~
to) de wna base conductiva,
Ia Fig. 2 es wna vista transversal de la oblea semi
conductora, que muestra un transistor planar para alta fre-
cuencia que comprende la caracteristica del invento..

La Fig., 3 es una vista desde arr:Lba. del transistor
planar segin la F:Lg, 2.

la Fig. 4 es wna vista desde arriba que muestra la

configuracién principal del semiconductor planar del inven-

Refiriéndonos a la Fig 1, en ella se muestra v.né.
vista sectorial de un diodo-pn planar a través de la regibn
13 que forma la unién-pn 15 que, en la superflcle semicon-
ductora, estd cubierta por la capa de 6x1do 12. Esta regién
13 estd en contacto con la capa conductiva 10 que comprende
el relleno (contacto) 1 para acoplar la brida en forma de
clavo.

Ya que no se puede fijar exactamente el punto de

tacto) 1 duranie una operacidn de establecimiento del con-

tacto, el relleno (contacto) 1 debe tener un tamafio minimo

vo 2, con el fin Ge oblener las menores variaciones de capa~
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rpidad al cuerpo semiconductor 14 con la cape de aislamien-
to 12 como dieléetrico, se extienden mds alld de las porcio-
nes del borde de Los rellenos (contacto) debido a las POr—
cioneé de solape de la brida en forme de clavo.

En el caso mds sencillo, el objetivo en el que se
base el invento, ¥ con respecto a wn tal diodo-mn plenar,
puede conseguirse porque el relleno 1 (contacto) dentro de
su drea de superficie redueri&a para establecer el contacto
con le brids en forma de clavo 2, se trbcea, como se mues-—
tra en la Fig. 3 en wia vista superior del transistor pla-
nar,

Para resolver el mismo problema, puede dividirse
fambién el relleno 1 (contacto) en rellenos parciales, como
se muestra en la Fig 4 en una vista superior del transistor
planar gue incluye 1aé caracteristicas del invento.

Lo Pig 2, como una posibilidad mds de aplicacidn
préctica de la idea del invento, muestra una vista secto-
rigl é lo largo de la linea A-4 de la Pige. 3 a través de la
oblea semiconductora 7, de wa transistor planar de alta fre

cuencia, Dentro de la oblea semiconductora 7, utilizando el

" |proceso de difusidn plamar generalmente conocido, se difun-

de la regién base 15, y en esta regién base 15 se difunde
la régién emigor 16, En consecuencia, la oblca semiconducto-
ra (dado) 7 representa la regibén colector que .estd cubieria,
en su superficie, por la capa de aislamiento 12.

La regién emisor 16 contacta por la capa conductie
va 110, mientras que la regibn base 15 contacta por dos ca-
pas conductivas 111, como se ilustra en la Fig. 3. Como pue
de deducirse de la Pig. 3, los rellenos (contactos) 11 estan

troceados en forma reticular dentro de susg 1imites. A estos
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| rellenos se contactan bridas en forma de clavo 2 como se
‘muestra en la Pig.. 3, porque esta Tigura ilustra una eta-
pa.de fabricacién en la que la oblea semiconductora, sobre
la que se han fabricado varios transistores plenar de wa
manera convencional, ha sido dividida en transistores planar
individuales. | A

Los rellenos 11 (contactos) en forma reticular se-

gin la Fige 3, tienen un drea de conlacto 9 cuya superficie

se utiliza para realizar el contacto con la ayuda de wna

brida en fo%mz de clavo, mientras se mide y marcan los tran |
sistores planar individuales antes de dividir la oblea.

- Como otra caracteristica empecial, el transistor
plahar de alta frecuencia segin las Pigs. 2 y 3 comprende
debajo de los rellenos (conbactos) 11, uma zona planar 6
del mismo tipo de conductividad que la de la regién base 15,
que forma una uniéhypn 8 con el cuerpo semiconductor. Esta
zoﬁa 6 sirve para feducir més la capacitancia entre las ca-
pas conductivas 111 conectadas al relleno (conbacto) 11, y

que’ sirven para realizar el contacto de la regién bvase 15,

|y la oblea semiconductora 7 gque forma la regibn de colec-

tor.fEsta zona planar 6, a través de la .cxtensién 112 del
relleno (contacto) 11 de la capa conductiva 110, estd en
contacto con la regién de emisor 16. Este caracterfstica,
pbr.supuestq, ayvda a resolver el problema sobre el que se
basa el invento, pero se conoce de la Solicitud.de Patente
Alemana (DI-AS) 12 92 759.

. La capacitancia.entre el relleno (Coﬁtacto) 11y
la oblea éemiconductqra ¥ que forma la regién del colector,
es esencialmente indepehdiente del punto de contacto de la

brida en forma de clavo 2; -en tanto gque la regién limite de
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la ltime no exceda la superficie limite de la circunferen—

| 1lenos parciales 30 y 31, en donde los dos rellemos parcia-

| les 3L estdn en contacto con las capas conductivas 4 cada '

6

Hojn nam,

cia de la zona planar 6, y en tanto el Area de contacto con
el relleno (contacto) 11 sea mayor que la superiicie de la
regién de contacto ¥ la anchura de malla del relleno (con- |
tacto) reticular 11. Lste 4rea de contacto de la brida en
forma de clavo 2, esto es, el Area frontal de la misma, co-
mo se muesira en la Iig. 2, ocupa aproximadamente uvn cuarto .
o w quinto de boda el Area dentro del 4drea de contacto ne-
cesaria para realizar el contacto, esto es, dentro del 1limi-
te de circunferencia de superficie.del relleno (contacto)

11,

En el ejemplo de configuracién mostrada en las Tigs

2 y 3, también las porciones del relleno (contacto) 11 no
cubiertas por el drea frontal de la brida en forma de cla-
vo 2 contribuyen a la capacitancia entre la base y el co-
1ectof del transistor planar, porgue estas pdfciones no cu
biertas estén conecltadas electricamente a las hases éonduéti
vas 111, mientras que la Fig 4 muestra un tipo de configurs
cién en donde los rellenos parciales 30 del relleno (con-
tacto) que no estan cubiertas por el 4rea frontal de la bri
da en foxma de clavo 2, ya no contribuye a esta capaciiancial
base-colector. Por lo tanto, el tipo de configuracién de la
Fig 4 proporciona una mejor solucién al problems sobre el
que se basa el invento, que la de las figs 2 y 3.

In esta configuracién preferida del invento que se

muestra en la fig 4, el relleno (contacto) se divide en re-

uno a través de vna corta capa conductiva 5,

Estos rellenos parciales 31 estén conectados o las
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| capas conductivas 4 ca;da mo a"cravés de una corta capa con
ductiva 5, esbtan en direceién hacia las variaciones méximas
del punto de contacto de la méquina automdtica de hacer con
tactos que se utiliza para aplicar la brida on forma de cla
vo 2,

Esto se entenderd mejor suponiendo que el drea de
contacto de la brida en forma de clavo 2 no alcanza ya 'la
porcién limite del drea de contacto 9, que es cl caso siem
pre que el punto de conbacto emigra de una manera extremada
mente verticél. En este caso, si las cortas bases conducti-
vas o terminales 5 no existieran, la base »conductiva 4 en
la regién de bvase ya no estaria conectada a la bagse. Los
rellenos parciales 30, que, a través de las cortas capas
conductivas, no estan conectados electiicamente a la capa
conductiva 4, forman meramente puntos de soporte para la
brida en forma de clavo 2, y contacten con la,‘ capa conduc-
tiva 4 a través del material de la brida en forma de clavo
o ,

Ademds, los rellenos parciales 30 y 31 pueden tener
cualquier forma concebible de superficie.

Ha de quedar entendido que la anterior descripcidn
de wna forma delerminada del invento se hace z modo de ejem

plo ¥ no debe considerarse como limitacién de su alcance.
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racterizado porque dicho relleno (11) estd broceado en forma

Hoja n(um.8

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que 8e pre- |
sentan para que sean objeto de esba solicitud de Patente de
Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son 10s que se recogen
en las reivindicaciones siguientes:

l2,~ Un semiconductor planar perfeccionado que cdg
prende, por lo menos, una regién que forma una vnidn-pn la
cval regidn, a través de una base conductiva que se extiende
sobre una capa de aislamiento, hace contacto con va relleno
o almohadilla de la capa conductiva por medio de uﬁa brida

en forma de clavo, caracterizado porque el relleno (contac-

%0) (1, I1) deatro dec su area de superficie requerida para
establecer el contacto con la brida en forma de clavo (2),
estd bien troceado o dividido en rellenos parciales (30, 31).
' 28, Un semiconductor plaﬁar, segin elypunto 1, ce~
racterizado porgue el relleno (contacto) esfé dividido en
rellenos parciasles (30, 31) de los cuales, por io nenos, vn
relleno parcial (31) estd conectado a la base conductiva (4)
a través de un corto terminal conduetive (5).

32,~ Un semiconductor planar, segin el punto 2, ca~
racterizado porque al menos un relleno parcial (31) junto
won wn corto terminal conductivo (5) estan sitvados eﬁ la
direccidn de las variaciones méximas en el caso de vn contac-
o de masa. ‘

42.~ Un semiconductor planar, segin el punto 1, ca-

e



10

15

20

25

30

. VAL."-

Hoji nGm. 9

[__re'bicular dentro de sﬁ superficie limite. _
58,~ Un semiconductor planar, segin los puntos
del 1 al 4, caracterizado porgue debajo de dicho relleno
(1, 11; 30, 31) existe wna zona planar (6) que forma ung
unidn-pn (8) dentro del cuerpo scmiconductor (7' )e
8,- Un semiconductor planar, segin los puntos del
1l al 5, camc;terizado porque dicho relleno (contacto) (3,
11; 30, 31) comprende un &rea de comtacto (9) cuya superfi-
cie es suficiente para realizar el contacto temporal por me-
dio de la brida en forma de clavo. |

T2.~ Un semiconductor planar perfeccionado.

Tal y como se ha descrito en la .Hemoria que antece~
de, representado en los dibujos que se acompafian y con los
fines que se han especificado. ‘

Esta Memoria consta de NUEVE hojas escritas a mé.—r
quina por ung sola cara, |

Wodrid, 13 jyi <n77

2.t 4

PLA,

""eman
(-]
Por Poder e Eiz
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